Mindezek mellett mszaki fej-
lesztési terveink helyes végre-
hajtasaval biztesitani kell a nem-
zetkozi élvonalhoz tortén6é mi-
clébbi felzarkozast. At kell szer-
vezni versenyrendszeriinket, hogy
az jobban biztositsa a nemzetkozi
és hazai versenyekre val6 felké-
szitlés lehetlségeit, és a minél
jobb eredmény elérését.

Mieldbb 2530 {6s valogatott
keretet kell szervezni és biztositani
kell szamukra szakedzOk vezeté-
sével a szervezett és rendszeres
felkésziilés elGfeltételeit.

Fel kell késziilni a hazdnkban
1973-ban megrendezésre keruld
radiéiranyméré Eurépa Bajnok-
sagra.

sahoz kérem a tdrsadalmi munké-
sok, .és mindazok segitségét, akik
felelGsséget éreznek a honvédelem,
az ifjusag nevelésének, a radi6-
amatérmozgalom fejlédésének
ligyéért.

(A kérdéseket feltette, a beszél-
getést lejegyezte):

Mindezen feladatok végrehajta- HASBT
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3. Egyrétegl(i tranzisztor lUV
Hasznalatosak még a kétbdzist ¢ —o B
didda, Unijunction Transistor , . )
U.J.T.) elnevezések is. A General 3. dbra. Az egyrélegii tranziszior

lectric Tejlesztette ki. Elvi jeldlése
az ]. dbrdn lathato.

Elsallitdsakor n tipus félvezet6-
bdl indulnak ki, majd erds p tipusit
szennyezés Sordn nagy mennyiség
kisebbségi toltéshordozét juttatnak
az. emitterzondba (2. dbra). Az n
tipusi félvezet6 rudacska végeihez
ohmos kontaktusokat erdsitenck.
Ezek képezik a B, és B, bazisponto-
kat. A kb. kézéptajon kialakitott
p—-n 4tmenet pedig az emitter sze-
repét tolti be.

Miikodését legjobban a helyette-
sit6 kapesolds segitségével érthet-
jilk meg. Az n tipust szilicium
ristalyrudacska két ellenéllissal he-
Iyettesithetd (3. dbra). Mivel a
szennyezettség csekély, az eredd
ellenallas (Rpg) mintegy 4—10
kohm nagysagi. Rpp értéke a hé-
mérséklet figgvényében ndvekszik,
melynek jellegét a 4. dbrdn lithatd
diagram szemlélteti (2N4891).

Az emittert egy belsé diddival
modeliezhetjiik (3. dbra). Abban
az esetben, ha a bazispontok kozé
fesziiltséget kapcesolunk, akkor egy-
szert ohmos fesziiltségosztas 4ll el6,
melynek értéke:

"= Rg,
R81+ RBE

Az 5 értéke a gyakorlatban 0,4—0,8
kozott van. A fesziiltségosztast a Kris-

1. dbra. Az egyrétegii tranzisztor elvi
Jeldlése
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2. dbra. Az egyrétegli tranziszior
vdzlatos felépitése

taly geometridja hatdrozza meg, ér-
téke ezért rendkiviil stabil. A bels6
emitterponton (E’) ezért Ug=17-Upp

nagysagn statikus fesziiltség jelenik

meg.

Ha most az emitterre kiils6 pozi-
tiv. vezérl6 fesziiltséget kapcsolunk
(Uv)s amcl{ nagyobb, mint az ott
uralkodé Ug statikus fesziiltség,

akkor a D diédan keresztill is aram

folyik a B, felé. Ez az aram igen
nagy meértékben lecsokkenti Rp,
értékét (10 ohm nagysdgrendre).

Az Rp, ellenillas értékének roha-
mos csokkenését az emitteraram
fiiggvényében az §. dbra mutatja
(2N4891). Az E— B, dramkoron ke-
resztiil 100 mA nagysagrend{i dram
is folyhat. Ezt a jelenséget vezel6-
képesség modulicionak nevezziik.

A7z eszkoz ,tranzisztorhatasat”
a 6. dbra szemlélteti. A jelleggorbé-
b6l kittinik, hogy az einitteraram
megnovekedése egy .negativ ellen-
allasu szakasz mentén Kkovetkezik
be (7. dabra). Ezért a folyamat rend-
kiviil gyorsan megy végbe. Az esz-
koz tovabbi sajatossaga az, hogy
csak egy meghatarozott kiiszob-
fesziiltségnél nagyobb Upggp fesziilt-
ség felett miikodOképes. Ez gyakor-
latilag 3.V nagysagt. Ezt a fizikai

statikus modellezése

tényt a gyakorlatban igen eredmé-
nyesen ki is haszndljak.

A kétbazist diéda dinamikus vi-
selkedését jol modellezhetjitk egy
komplementer tranzisztoros dram-
korrel (8. dbra). Itt az R, és az R,
kiilsé ellensdllasokbdél kialakitott fe-
sziiltségoszté6 az elbz8ekben ismer-
tetett Rp, és Rp, kristdly-ecllenélla-
soknak felel meg. Az aramkor egy
el6feszitett négyrétegli diddahoz ha-
sonléan miikodik, amely akkor bil-
len at, amikor az E pont pozitiv
fesziiltsége meghaladja a G ponton
uralkodd, a kiilsé oszt6 altal meg-
hatarozott fesziiltségszintet.

3.1, I’rograminditf&sl’l egyrétegil
tranzisztor

Tulajdonképpen dz elnevezés nem
talald, mert a programinditasa egy-
rétegi tranzisztor egy négyrétegii
eszk6z, Nem a technoldgiai felépité-
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7. dbra. Az egyrélegii tranzisztor
Ip— Ugp, jelleqgérbéi

se, hanem a segitségével megval6sit-
haté aramkori funkcié hasanlé az
el6z6ekhez, Az épitfelem — meg-
felel6 kils6 aramkor. adaptala-
saval — miikodési hatdsaban egy
normal  egyrétegi = tranzisztorral
egyenértékd (9. dbra).
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8. dbra. Az .egyrétegii tranziszlor
dinamikus modellezése

Tulajdonképpen egy érzékehy és

. gyors miikdédésti an. komplementer

tirisztor, amely akkor gyujt be, ami-

kor az A anédjan nagyobb a po- -

zitfv {esziiitség, mint a G vezér-
16 elektr6dajan. A Kkiils6 R, és
R, ellendllasoknak  voltaképpen
ugyanazon funkciéja van, mint az
elozbekben ismertetett kristalyel-
lenalldsoknak.

Az eszkéz a normdl egyréteg(i
tranzisztorhoz hasonléan modellez-
heté a komplementer tranzisztoros
aramkorrel. Kiilonds elénye abban
rejlik, hogy segitségével nagy telje-
sitmény(i, meredek impulzusokat
dllithatunk el6 (6 V; 1 A).

3.2. Négyszig~ és fiirészgeneriator

Alkalmazasi példaként el8szor egy

rendkiviil egyszer(i és megbizhaté
impulzusgeneratort ismertetiink (10.
dbra). A C kondenzitor az R, ellen-
allason keresztiil t61t8dik. Amikor
az E pont fesziiltsége eléri az egy-
rétegQl tranzisztorra jellemzd Ugg, =
=n-Upp értéket, hirtelen megné
az emitteraram, az E pont fesziil{sé-
ge hirtelen letorik. fgy a D diéda
zaréiranyban lesz elbfeszitve, a kon-
denzator az R, ellenallison keresz-
tiil fokozatosan kisiil. Amikor az
A pont fesziiltsége kisebb lesz mint
az E ponté, akkor az egyrétegii
tranzisztor visszabillen lezart 4alla-
potaba. Ezutan a folyamat el6rél
ismét1édik.

A 10. abra a kapcsolas egyes
pontjain mérhet6 fesziiltségek hul-
lamalakjait is szemlélteti.

( Folytatjuk )
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Versenyeredmények

WIEN UKW 1971, évi hazai értékelése:
1. HG1KVP/p IH43e 39 QSO 5 szorzé
18205 p

2. HG7LY JH40e¢ 7 QSO 528 p

RSGHB 7 MHz CW contest 1971, évi hazal
értékelése:

1. HAGHE 865 p
2. HA5JI 830 p
3. HA5BH 700 p .
4. HASUY 530 p
5. HA1SB 435 p
6. HATPW 360 p

Ellenérzésre killdott jegyz6konyvet:
HA6NJ, tnx.
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